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(1) und einem Lichtwellenleiter (2) hoheren Bre- )
chungsindexes als jener der Glasfaser mit einem
sich in seiner Hohe verjiingenden Ubergangsstiick
(4) zwischen der Glasfaser (1) und dem Lichtwellen-
leiter (2) beschrieben, wobei eine Wellenleiter- 16:;‘
schicht (14) in einer zumindest dem Kemndurchmes- =~ 7
ser der Glasfaser (1) entsprechenden Dicke auf ein
Substrat (13) aufgebracht und durch ein Lithogra-
phieverfahren zum Ubergangsstiick (4) verformt
wird. Um einfache Herstellungsbedingungen zu
erhalten, wird vorgeschlagen, dafl die Wellenleiter-
schicht (14) hinsichtlich ihrer Breite entsprechend
dem Hohenverlauf des Ubergangsstiickes (4) durch
ein Lithographieverfahren mit einem tber die Flache
gleichmafigen Atzabtrag profiliert wird.
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Die Erfindung bezieht sich auf ein Verfahren zum Herstellen einer Lichtkopplungseinrichtung
zwischen einer Glasfaser und einem Lichtwellenleiter hoheren Brechungsindexes als jener der
Glasfaser mit einem sich in seiner Hohe verjiingenden Ubergangsstiick zwischen der Glasfaser
und dem Lichtwellenleiter, wobei eine Wellenleiterschicht in einer zumindest dem Kerndurch-
messer der Glasfaser entsprechenden Dicke auf ein Substrat aufgebracht und durch ein Litho-
graphieverfahren zum Ubergangsstiick verformt wird.

Da Lichtwellenleiter fir Monomoden einen beschrankten, vom optischen Brechungsindex des
Wellenleiterwerkstoffes abhangigen Querschnitt aufweisen, sind die erheblichen Querschnitts-
unterschiede zwischen Glasfasern und einem Lichtwellenleiter hheren Brechungsindexes mit
Hilfe von Lichtkopplungseinrichtungen zu tberbriicken, die eine moglichst verlustarme Ubertra-
gung der jeweiligen Grundmoden zwischen der Glasfaser und dem Lichtwellenleiter gewé&hrleis-
ten sollen. Zu diesem Zweck ist es bekannt (WO 03/001255 A2), ein keilférmiges Ubergangs-
stiick aus einem Wellenleiterwerkstoff vorzusehen, das sich von der Stirnseite fiir den Glasfase-
ranschluf® mit einer an den Kerndurchmesser der Glasfaser angepafiten Hohe allmahlich auf
eine der Dicke des Lichtwellenleiters mit dem hoheren Brechungsindex entsprechenden Hohe
verjungt. Bei tblichen Kerndurchmessern der Glasfasern zwischen 5 und 10 ym und einer Hohe
des Lichtwellenleiters kleiner als 300 nm beispielsweise fir Lichtwellenleiter aus Silizium ist die
Herstellung der Ubergangsstiicke mit hohen Anforderungen an die eingesetzten Verfahren
verknlpft, mit deren Hilfe das Ubergangsstiick entweder epitaktisch auf ein Substrat aufge-
bracht oder aus einer auf ein Substrat aufgetragenen Wellenleiterschicht durch eine Graustu-
fenlithographie gefertigt wird. Das epitaktische Aufbringen einer keilférmigen Wellenleiterschicht
ist nicht nur aufgrund des zusatzlich erforderlichen Hochtemperaturprozesses aufwendig, son-
dern auch wegen des vergleichsweise geringen Temperaturfensters fir die selektive Abschei-
dung des Wellenleiterwerkstoffes unter den geforderten Herstellungsgenauigkeiten schwierig
handzuhaben. Dazu kommt, dal® mit einer eine vermehrte Lichtstreuung bedingenden Oberfla-
chenrauheit einer epitaktisch aufgewachsenen Schicht zu rechnen ist. Daran &ndert sich im
wesentlichen nichts, wenn zum Herstellen des Ubergangsstiickes zunachst ein Steg aus einer
auf ein Substrat aufgebrachten Oxidlage durch ein herkémmliches Lithographieverfahren ge-
formt und aufgrund von Biegespannungen einseitig vom Substrat abgehoben wird, um den sich
zwischen dem Substrat und dem Steg ergebenden Keilspalt zur Herstellung des Ubergangsstu-
ckes mit einem Wellenleiterwerkstoff epitaktisch aufzufiillen.

Im Gegensatz zu einem konventionellen Lithographieverfahren, bei dem zunachst mit Hilfe
einer in der Mikroelektronik als Photoresist bezeichneten photoaktiven Polymerschicht eine
Abdeckmaske fiir eine Werkstoffschicht erzeugt wird, bevor die Werkstoffschicht auRerhalb der
Abdeckmaske durchgehend Uber die Schichtdicke abgeatzt wird, wird bei der Graustufenlitho-
graphie ein auf eine Wellenleiterschicht aufgebrachte Photopolymerschicht mit Hilfe einer Mas-
ke mit abgestufter Lichtdurchlassigkeit abgedeckt, so daf} die unterschiedliche Bestrahlung der
Photopolymerschicht nach einer entsprechenden Behandlung zu einem Verlauf der Dicke der
Photopolymerschicht entsprechend der jeweiligen Beleuchtungsrate fiihrt. Damit ist eine dreidi-
mensionale Profilierung der Oberfliche der Photopolymerschicht mdglich, was beim nachfol-
genden Atzvorgang eine Uber“(ragung der Oberflachenform der Photopolymerschicht auf die
Wellenleiterschicht im Verhaltnis der Atzraten der Photopolymerschicht und der Wellenleiter-
schicht erlaubt. Nachteilig bei einer solchen Graustufenlithographie ist einerseits die schwierige
Abstufung der Beleuchtungsintensitat zur Profilierung der Photopolymerschicht und anderseits
die mit dem Atzvorgang einhergehende Oberflichenrauheit, die aufgrund von Lichtstreuungen
zu Leistungsverlusten fihrt.

Der Erfindung liegt somit die Aufgabe zugrunde, ein Verfahren zum Herstellen einer Lichtkopp-
lungseinrichtung zwischen einer Glasfaser und einem Lichtwellenleiter héheren Brechungsinde-
xes als jener der Glasfaser der eingangs geschilderten Art so auszugestalten, dak mit ver-
gleichsweise einfachen Mitteln ein auch hoheren Anforderungen genligendes Ubergangsstiick
zwischen einer Glasfaser und einem Lichtwellenleiter hoheren Brechungsindexes gefertigt
werden kann.
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Die Erfindung l6st die gestelite Aufgabe dadurch, dal® die Wellenleiterschicht hinsichtlich ihrer
Breite entsprechend dem Hohenverlauf des Ubergangsstiickes durch ein Lithographieverfahren
mit einem Uber die Flache gleichmaRigen Atzabtrag profiliert wird.

Die mit der Herstellung eines Ubergangsstiickes mit einem sich verjiingenden Héhenverlauf
ergebenden Schwierigkeiten werden durch diese Mafinahme vermieden, weil die auf einem
Substrat aufgebrachte Wellenleiterschicht nicht hinsichtlich ihrer Dicke, sondern beziiglich ihrer
Breite profiliert wird, so dafy zur Profilierung der Wellenleiterschicht die Graustufenlithographie
durch eine herkémmliche Lithographie ersetzt werden kann, die aufgrund eines gleichmafigen
Atzabtrages Uber die zu atzenden Flachen hinsichtlich der profilieten Flachen nicht nur eine
hohere Formgenauigkeit, sondern auch eine verbesserte Oberflachenqualitat mit sich bringt.
Der Einsatz eines Lithographieverfahrens mit einem gleichmagigen Atzabtrag Uber die Flache
wird méglich, weil die Ubergangsstiicke in einer um 90° um ihre Langsachse gedrehten Lage
gefertigt werden, so daR sich der verjiingende Hohenverlauf des spateren Ubergangsstiickes
als sich verjungender Breitenverlauf der Wellenleiterschicht darstelit.

Wird die Lichtkopplungseinrichtung fiir sich ohne optische Schaltung gefertigt, so muf die hin-
sichtlich ihrer Breite profilierte Wellenleiterschicht zur Herstellung des Ubergangsstiickes vom
Substrat getrennt werden, um das Ubergangsstiick in einer gegeniiber der profilierten Wellen-
leiterschicht um 90° gedrehten Lage als Lichtkopplungseinrichtung zwischen einer Glasfaser
und einem Lichtwellenleiter hoheren Brechungsindexes beispielsweise auf einem anderen, eine
optische Schaltung bildenden Substrat einsetzen zu kénnen. Das zur Aufnahme der Wellenlei-
terschicht fur die Herstellung des Ubergangsstiickes verwendete Substrat dient in diesem Fall
somit nur als Hilfstrager.

Da im allgemeinen das Ubergangsstiick sowohl hinsichtlich seiner Hohe als auch seiner Breite
auf die Querschnittsabmessungen des Wellenleiters mit dem hoheren Brechungsindex zu ver-
jingen ist, kann die Wellenleiterschicht nach ihrer Profilierung der Breite nach zusétzlich hin-
sichtlich ihrer Erstreckung senkrecht zur Schichtfldche profiliert werden, und zwar wiederum
durch ein Lithographieverfahren mit einem gleichméRigen Atzabtrag (iber die Flache. Wird die
Wellenleiterschicht zur Herstellung des Ubergangsstiickes vom Substrat abgetrennt, so wird die
Profilierung senkrecht zur Schichtfliche vorteilhaft vorgenommen, bevor die bezlglich ihrer
Breite profilierte Wellenleiterschicht vom Substrat abgetrennt wird, so daR die Tragfunktion des
Substrates fur die Bearbeitung der Wellenleiterschicht weiter geniitzt werden kann. Die profilier-
te Wellenleiterschicht kénnte mit einer einzigen Schnittfihrung parallel zur Substratoberfliche
vom Substrat getrennt werden. Fur die Handhabung der beziiglich ihrer Breite profilierten Wel-
lenleiterschicht empfiehlt es sich jedoch, die bezlglich ihrer Breite profilierte Wellenleiterschicht
zunachst zusammen mit einer Substratscheibe entsprechend der groRten Breite der profilierten
Wellenleiterschicht durch einen zur Substratoberfliche senkrechten Schnitt vom restlichen
Substrat und gegebenenfalls dann erst von der Substratscheibe durch einen schichtparallelen
Schnitt abzutrennen. Mit Hilfe der abgetrennten Substratscheibe 1aRt sich die bezliglich ihrer
Breite profilierte Wellenleiterschicht in vergleichsweise einfacher Art fiihren, beispielsweise um
die von dieser Scheibe stirnseitig hochkant abstehenden Teile der hinsichtlich ihrer Breite profi-
lierten Wellenleiterschicht durch ein Lithographieverfahren mit einem gleichméagigen Atzabtrag
Uber die Flache zusatzlich zu profilieren. Diese hochkant von der Stirnseite der Substratscheibe
abstehenden Abschnitte der Wellenleiterschicht sind hiefur von beiden Scheibenseiten her
zuganglich.

Sollen Ubergangsstiicke ibereinstimmender Form und Abmessung hergestellt werden, so kann
die Wellenleiterschicht in einer einem ganzzahligen Vielfachen des Kerndurchmessers der
Glasfaser angepaliten Dicke auf dem Substrat aufgebracht und nach dem Profilieren der Breite
nach schichtparallel in Lagen mit einer Dicke entsprechend dem Kerndurchmesser der Glasfa-
ser unterteilt werden, so daR sich firr die daraus hergestellten Ubergangsstiicke eine gemein-
same Profilierung hinsichtlich des sich verjiingenden Hohenverlaufs durch ein Lithographiever-
fahren mit einem gleichmaRigen Atzabtrag Uber die Fldche ergibt.
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Anhand der Zeichnung wird das erfindungsgemafRe Verfahren zum Herstellen einer Lichtkopp-
lungseinrichtung zwischen einer Glasfaser und einem Lichtwellenleiter héheren Brechungsinde-
xes als der Glasfaser naher erlautert. Es zeigen

Fig. 1 eine Lichtkopplungseinrichtung zwischen einem Glasfaserkern und einem Lichtwelleniei-
ter hdheren Brechungsindexes schematisch in einem Langsschnitt,

Fig. 2 diese Lichtkopplungseinrichtung in einer Draufsicht,

Fig. 3 eine der Fig. 1 entsprechende Darstellung einer Konstruktionsvariante einer Lichtkopp-
lungseinrichtung,

Fig. 4 die Lichtkopplungseinrichtung nach der Fig. 3 in einer Draufsicht,

Fig. 5 ein Substrat mit einer aufgebrachten Wellenleiterschicht zum Herstellen eines Uber-
gangsstuckes in einer Draufsicht,

Fig. 6 einen Langsschnitt des beschichteten Substrates nach der Fig. 5,

Fig. 7 einen Schnitt nach der Linie VII-VII der Fig. 5 nach einem Atzen der Wellenleiterschicht,

Fig. 8 eine entsprechend der grofiten Breite der profilierten Wellenleiterschicht abgetrennte
Substratscheibe mit der profilierten Wellenleiterschicht nach einer 90°-Drehung in einer
Draufsicht und

Fig. 9 einen Schnitt nach der Linie IX-IX der Fig. 8.

Wie dem Ausfiihrungsbeispiel nach den Fig. 1 und 2 entnommen werden kann, ist zum Einkop-
peln von Lichtwellen aus einer lediglich im Kernbereich ohne Mantel dargestellten Glasfaser 1
in einen Lichtwellenleiter 2 héheren Brechungsindexes als der Glasfaser 1 bzw. zum Auskop-
peln der Lichtwellen aus dem Lichtwellenleiter 2 in eine Glasfaser 1 eine Lichtkopplungseinrich-
tung 3 erforderlich, um einen Lichtiibergang zwischen den bei der Ubertragung von Grundmo-
den vom Brechungsindex abhangigen Querschnitten des Kernbereiches der Glasfaser 1 und
des Lichtwellenleiters 2 mit vergleichsweise geringen Verlusten zu erreichen. Die Lichtkopp-
lungseinrichtung 3 umfaft ein Ubergangsstiick 4 aus dem Wellenleiterwerkstoff héheren Bre-
chungsindexes, beispielsweise Silizium. Dieses Ubergangsstiick 4, das vorzugsweise iiber eine
Antireflexionsschicht 5 an den Kernbereich der Glasfaser 1 angeschlossen ist, verjiingt sich
zunachst von einer dem Kerndurchmesser der Glasfaser 1 entsprechenden Hohe von 5 bis
10 pm alliméahlich auf eine H6he von weniger als 300 nm, die der Dicke des Lichtwellenleiters 2
entspricht. Um eine entsprechende Anpassung an die der Dicke entsprechende Breite des
Lichtwellenleiters 2 zu erhalten, verjiingt sich der hinsichtlich seiner Hohe an die Dicke des
Wellenleiters angepafite Abschnitt 6 des Ubergangsstiickes 4 von der dem Kerndurchmesser
der Glasfaser 1 entsprechenden Breite auf die Breite des Lichtwellenleiters 2, wie dies der
Fig. 2 entnommen werden kann. Aufgrund dieses Aufbaus der Lichtkopplungseinrichtung 3
kann eine verlustarme Ubertragung der Lichtwellen zwischen der Glasfaser 1 und dem Lichtwel-
lenleiter 2 unter der Voraussetzung sichergestellt werden, dal das Ubergangsstiick 4 optische
Eigenschaften sicherstellt, die nicht durch die Oberflaichenstrukturen des Ubergangsstlickes 4
beeintrachtigt werden. Die Lichtkopplungseinrichtung 3 selbst ist gemal dem Ausfiihrungsbei-
spiel nach den Fig. 1 und 2 auf einem Substrat 7 vorgesehen, das eine optische Schaltung
darstellen kann und beispielsweise aus einem Grundkérper 8 aus Silizium mit einer Auflage 9
aus Siliziumdioxid aufgebaut ist.

Zum Unterschied zu der Ausfilhrungsform nach den Fig. 1 und 2 verjiingt sich das Ubergangs-
stick 4 gemafR den Fig. 3 und 4 lediglich der Hohe nach auf die Dicke des Lichtwellenleiters 2,
nicht aber hinsichtlich der Breite, so daB Lichtwellen nicht unmittelbar in den Lichtwellenleiter 2
eingekoppelt werden kénnen. Der Lichtwellenleiter 2 ist auf der Lage 9 aus Siliziumdioxid des
Substrates 7 aufgebracht und 4uft in einem AnschluRabschnitt 10 aus, der eine dem Kern-
durchmesser der Glasfaser 1 entsprechende Breite aufweist, von der er sich in einem Uber-
gangsabschnitt 11 auf die Breite des Wellenleiters 2 verjiingt. Der AnschluBabschnitt 10 mit
dem Ubergangsabschnitt 11 kann in herkémmlicher Weise mit Hilfe eines herkémmlichen Litho-
graphieverfahrens hergestellt werden, bei dem zunéchst auf die Lage 9 des Substrates 7 eine
Wellenleiterschicht in einer dem Wellenleiter 2 entsprechenden Dicke aufgebracht wird, die mit
einer Schicht aus einem Photopolymer abgedeckt wird, das im Bereich des AnschlufRabschnit-
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tes 10 und des Ubergangsabschnittes 11 durch eine Maske abgedeckt wird, so daR die Be-
strahlung des Photopolymers nur aulRerhalb der Maske mit der Wirkung erfolgt, daB® die Teile
des Photopolymers aulerhalb der Maske nach einer entsprechenden Behandlung der bestrahl-
ten Bereiche des Photopolymers entfernt werden kénnen. Mit einem nachfolgenden Atzvorgang
kann die Wellenleiterschicht aufierhalb des tbriggebliebenen Photopolymers abgetragen wer-
den, was zu dem gewiinschten Breitenverlauf des AnschiuRabschnittes 10 und des Uber-
gangsabschnittes 11 fihrt. Nach dem Abtragen des restlichen Photopolymers wird auf den
Anschluabschnitt 10 eine dinne dielektrische Schicht 12, vorzugsweise aus Siliziumoxid,
aufgetragen, bevor das Ubergangsstiick 4 aufgebracht wird. Durch die dielektrische Zwischen-
schicht 12 mit einem im Vergleich zum Lichtwellenleiter 2 niedrigen Brechungsindex wird die
Lichtkopplung zwischen dem Ubergangsstiick 4 und dem AnschiuRabschnitt 10 des Lichtwel-
lenleiters 2 sichergestelit.

Um das sich hinsichtlich seiner Hohe verjiingende Ubergangsstiick 4 in vergleichsweise einfa-
cher Weise herstellen zu kdnnen, wird zunachst gemanl den Fig. 5 und 6 auf ein Hilfssubstrat
13, das wiederum aus einem Siliziumtrager 8 und einer Decklage 9 aus Siliziumdioxid aufge-
baut ist, eine Wellenleiterschicht 14 in einer dem Kerndurchmesser der Glasfaser 1 entspre-
chenden Dicke aufgebracht und mit einer Schicht 15 aus einem Photopolymer abgedeckt. Im
Zuge des Lithographieverfahrens wird das Photopolymer so belichtet, dal nach einer entspre-
chenden Bearbeitung die Schicht 15 mit Ausnahme von Bereichen 16 gleichméaRig abgetragen
wird, die in ihrer Umriform dem sich verjingenden Hohenverlauf eines Ubergangsstuckes 4
entsprechen. In der Fig. 6 ist die Schicht 15 des Photopolymers nach ihrer Bearbeitung ange-
deutet. Wird nunmehr die so vorbereitete Wellenleiterschicht 14 geatzt, so wird die Wellenleiter-
schicht 14 auRerhalb der Bereiche 16 des Photopolymers vollstdndig abgetragen, was nach
einer Entfernung der verbliebenen Photopolymerbereiche 16 zu Abschnitten 17 der Wellenlei-
terschicht 14 fihrt, die hinsichtlich ihrer Breite dem sich verjiingenden Hoéhenverlauf eines
Ubergangsstuckes 4 entsprechen. In der Fig. 7, die einen Schnitt entlang der Linie VII-VII der
Fig. 5 nach dem Atzen der Wellenleiterschicht 14 zeigt, sind die hochkant vom Hilfssubstrat 13
aufragenden Abschnitte 17 der Wellenleiterschicht 14 dargestellt. Um aus diesen Abschnitten
17 Ubergangsstiicke 4 zu erhalten, konnen sind die hinsichtlich ihrer Breite profilierten Ab-
schnitte 17 der Wellenleiterschicht 14 von der Lage 9 des Hilfssubstrates 13 getrennt werden.
Dies wird jedoch nicht unmittelbar durchgefiihrt, sondern in zwei Schritten. Zunéchst werden
namlich mit den Abschnitten 17 der profilierten Wellenleiterschicht Substratscheiben 18 abge-
trennt, wie dies in der Fig. 7 durch strichpunktiert angedeutete Trennschnitte veranschaulicht ist.
Diese Substratscheiben 18, die eine der grofiten Breite der profilierten Abschnitte 17 der Wel-
lenleiterschicht 14 entsprechende Dicke aufweisen, dienen als Trager fiir die Abschnitte 17, um
beispielsweise weitere Bearbeitungen vornehmen zu kénnen. Dies ist fiir die Herstellung eines
Ubergangsstiickes 4 gemal dem Ausfiihrungsbeispiel nach den Fig. 1 und 2 erforderlich, weil
der auf die Dicke des Wellenleiters 2 verjlingte, hochkant von der Stirnseite der jeweiligen
Substratscheibe 18 abstehende Steg 19, der dem spéateren Abschnitt 6 des Ubergangsstiickes
4 entspricht, hinsichtlich der Steghthe profiliert werden muB. In der Fig. 8, die eine gegeniiber
der Fig. 7 um 90° gedrehte Substratscheibe 18 mit einem stirnseitig abstehenden Abschnitt 17
der profilierten Wellenleiterschicht 14 in einer Draufsicht zeigt, ist die vorzunehmende Stegprofi-
lierung strichpunktiert angedeutet. Diese Profilierung des Steges 19 kann in herkémmlicher
Weise mit Hilfe eines einfachen Lithographieverfahrens mit einem gleichmaRigen Atzabtrag
uber die Flache vorgenommen werden. Es kann jedoch auch die gesamte Breite des Wellenlei-
ters zur Verwirklichung einer optischen Schaltung verwendet werden.

Nach einer gegebenenfalls erforderlichen Bearbeitung oder Strukturierung der profilierten Wel-
lenleiterschicht hinsichtlich ihrer Hohe, kdnnen die Abschnitte 17 von der Substratscheibe 18
des Hilfssubstrates 13 abgetrennt werden, wie dies in der Fig. 9 durch die Trennlinie 20 ange-
deutet ist. Mit dem Abtrennen der Abschnitte 17 von den Substratscheiben 18 wird ein Uber-
gangsstuck 4 erhalten, das je nach seiner Ausgestaltung in Lichtkopplungseinrichtungen 3
gemal den Fig. 1 und 2 oder 3 und 4 eingesetzt werden kann. Die Verbindung der Ubergangs-
stlicke 4 mit den Glasfaserkernen kann nach dem Aufbringen der Ubergangsstiicke 4 auf das
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Substrat 7 vorgenommen werden. Es ist aber auch durchaus maglich, die Glasfaserkerne be-
reits an die entsprechende Stirnseite der in ihrer Breite profilierten Abschnitte 17 der Wellenlei-
terschicht 14 anzubinden, bevor oder nachdem die Substratscheiben 18 vom Hilfssubstrat 13
abgetrennt werden.

Die Erfindung ist selbstverstandlich nicht auf die dargesteliten Ausfiihrungsbeispiele be-
schrankt. So konnte die Wellenleiterschicht 14 in einer Dicke auf das Hilfssubstrat 13 aufge-
bracht werden, die unter Beriicksichtigung der Schnittfugen einem ganzzahligen Mehrfachen
des Kerndurchmessers einer Glasfaser entspricht, so dal durch ein schichtparalleles Trennen
der in ihrer Breite profilierten Abschnitte 17 der Wellenleiterschicht 14 zwei oder mehr Uber-
gangsstiicke 4 erhalten werden. Aufierdem kdnnten jeweils zwei hinsichtlich ihrer Breite profi-
lierte Abschnitte 17, die durch einen gemeinsamen Stegabschnitt 19 verbunden sind, gefertigt
werden, um fiir eine optische Schaltung Ubergangsstiicke 4 sowohl fiir das Ein- als auch das
Auskoppeln der Lichtwellen gemeinsam herstellen zu kénnen.

Patentanspriiche:

1. Verfahren zum Herstellen einer Lichtkopplungseinrichtung zwischen einer Glasfaser und
einem Lichtwellenleiter hoheren Brechungsindexes als jener der Glasfaser, mit einem sich
in seiner Hohe verjingenden Ubergangsstiick zwischen der Glasfaser und dem Lichtwel-
lenleiter, wobei eine Wellenleiterschicht in einer zumindest dem Kerndurchmesser der
Glasfaser entsprechenden Dicke auf ein Substrat aufgebracht und durch ein Lithographie-
verfahren zum Ubergangsstiick verformt wird, dadurch gekennzeichnet, daR die Wellenlei-
terschicht (14) hinsichtlich ihrer Breite entsprechend dem Héhenverlauf des Ubergangsstu-
ckes (4) durch ein Lithographieverfahren mit einem (iber die Fldche gleichmaRigen Atzab-
trag profiliert wird.

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dafl die Wellenleiterschicht nach
dem Profilieren vom Substrat (13) getrennt wird.

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dad die beziiglich ihrer Breite
profilierte Wellenleiterschicht (14) durch ein Lithographieverfahren mit einem Uber die Fla-
che gleichmafigen Atzabtrag hinsichtlich ihrer Erstreckung senkrecht zur Schichtflaiche
profiliert wird.

4. Verfahren nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, dafy die bezuglich ihrer Breite profi-
lierte Wellenleiterschicht (14) vor dem Abtrennen vom Substrat (13) durch ein Lithogra-
phieverfahren mit einem Uber die Flache gleichmaRigen Atzabtrag hinsichtlich ihrer Erstre-
ckung senkrecht zur Schichtflache profiliert wird.

5. Verfahren nach Anspruch 1 oder 4, dadurch gekennzeichnet, daR die beziiglich ihrer Breite
profilierte Wellenleiterschicht (14) zunachst zusammen mit einer Substratscheibe (18) ent-
sprechend der gréflten Breite der profilierten Wellenleiterschicht (14) vom restlichen Sub-
strat (13) abgetrennt wird.

6. Verfahren nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, dalt die beziiglich ihrer Breite profi-
lierte Wellenleiterschicht (14) von der Substratscheibe (18) abgetrennt wird.

7. Verfahren nach einem der Anspriiche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, daR® die Wellenlei-
terschicht (14) in einer einem ganzzahligen Vielfachen des Durchmessers der Glasfaser (1)
angepalten Dicke auf dem Substrat (13) aufgebracht und nach dem Profilieren der Breite
nach schichtparallel in Lagen mit einer Dicke entsprechend dem Durchmesser der Glasfa-
ser (1) unterteilt wird.
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